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第 1 章ならびに第 2 章にて SiC の材料物性や SiC パワーデバイスの特徴を述べ、さらに課題である
PiN ボディーダイオード順方向電圧劣化現象の発生メカニズムについて解説している。またこの順方向
電圧劣化を抑制するため、先行研究において既に検討されている、(i)基底面転位（BPD）をなくす方法、









高さが小さくなることが期待される 3C-SiC を基板表面に形成することで、Ti を用いてオーミックコンタクト
を実現できるのではないかと着想した。3C-SiC の形成には，高濃度のイオン注入により基板表面を完全
にアモルファス化した状態で活性化アニールをすることにより多結晶 3C-SiC が基板表面に再結晶化す
るという現象を利用している。Ti 電極を用いることで n 値が 1 に近いショットキーコンタクトを実現し、なお
かつSiC-MOSFETで一般的に使われるNiシリサイドを用いることなく、オーミックコンタクトを実現してい
る。 
上記プロセスを実際の SiC-MOSFETに適用した際の課題とその解決方法について第 4 章で詳細に
述べている。オーミック、ショットキーコンタクト同時形成プロセスは、N+表面を結晶性の悪い 3C-SiC に
再結晶化させるため、3C-SiC がチャネルやゲート酸化膜に悪影響を及ぼすことが懸念された。そこで、

































審    査    の    要    旨 
〔批評〕 




効果を実証している。さらに、実際にこのプロセスを適用した 1.2 kV クラス SBD内蔵 SiC-MOSFET を
試作し、その動作実証をした結果も詳細に述べられている。その結果は、セルピッチを小さくしたままオン抵
抗を増加させることなく、PiN ボディーダイオード通電による順方向電圧劣化問題を解決したものであった。





 令和 2年 2月 14日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
